
SiC 功率 MOSFET

N 沟道增强型器件
外观

额定参数 （除特别申明外 TC=25°C）

符号 参数 值 单位 测试条件 备注

VDSmax 源漏电压 1200 V VGS = 0 V, ID = 100 uA

VGSmax 最高栅压 -10/+25 V 栅压最大值

VGSop 工作栅压 -5/+20 V 建议驱动电压

ID(DC) 连续导通电流
90

A
VGS=20V, TC=25°C

Note 1
60 VGS=20V, TJ=100°C

IDpulse 脉冲导通电流 250 A Pulse width tP limited by Tjmax

TJ, Tstg 工作节温，存储温度 -40/+175 °C

TProc 封装最高温度 325 °C 10min. maximum

Note (1): Assumes a RθJC< 0.27K/W

产品型号 芯片尺寸（mm）

H3M25120L 6.24.6

VDS 1200 V
ID@25℃ 90A
RDS(on) 25 mΩ

H3M25120L

1 / 6



电参数（除特别申明外 TC=25°C）

符号 参数名称 Min. Typ. Max. 单位 测试条件

V(BR)DSS 源漏击穿电压 1200 / / V VGS=0V, IDS=100µA

VGS(th) 栅阈值电压
1.9 2.4 / V VDS=VGS, IDS=15mA,

/ 1.6 / VDS=VGS, IDS=15mA, TJ=175℃

IDSS 零栅压漏极电流 / 1 100 µA VDS=1200V, VGS=0V

IGSS 栅源漏电 / 10 100 nA VGS=20V ,VDS=0V,

RDS(on) 通态源漏电阻
/ 25 34 mΩ VGS=20V, ID=50A

/ 43 / VGS=20V, ID=50A, TJ=175℃

gfs 跨导
/ 22.8 / S VDS= 20 V, ID= 50 A

/ 21.2 / VDS= 20 V, ID= 50 A, TJ= 175℃

Ciss 输入电容 / 3600 /

pF
VGS= 0 V
VDS= 1000 V
f = 1 MHz
VAC= 25 mV

Coss 输出电容 / 240 /

Crss 反向转换电容 / 16 /

Eoss Coss存储能量 / 122 / µJ

EAS 单次雪崩耐量 / 3.5 / J ID = 50A, VDD = 50V

EON 开通开关损耗 / 1.8 /
mJ

VDS = 800 V, VGS = -5/20 V,
ID = 50A, RG(ext) = 2.5Ω,L= 412 μHEOFF 关断开关损耗 / 1.5 /

td(on) 上升延迟时间 / 16 /

ns
VDD= 800 V, VGS = -5/20 V
ID = 50 A,
RG(ext) = 2.5 Ω, RL = 16 Ω

tr 上升时间 / 16.2 /

td(off) 下降延迟时间 / 33 /

tf 下降时间 / 7.8 /

RG(int) 内部栅阻
2 Ω f = 1 MHz, VAC = 25 mV, ESR of

CISS

Qgs 栅源电荷 54

nC
VDS = 800 V, VGS = -5/20 V
ID = 50 AQgd 栅漏电荷 29

Qg 总栅电荷 195

体二极管特性（除特别申明外 TC=25°C）

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件 备注

VSD 正向压降
/ 5.4 / V VGS=-5V, IF=25A

/ 5.0 / V VGS=-5V, IF=25A，TJ=175℃

IS 连续二极管正向电流 / / 98 A TC= 25℃

trr 反向恢复时间 / 55 / µS VDS=800V
VGS=-5V/20V IF=25A
dif/dt=1000A/us

Qrr 反向恢复电荷 / 220 / µC

Irrm 反向恢复峰值电流 / 6.7 / A
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器件典型特性

Figure 1. Typical Output Characteristics TJ=25°C Figure 2. Typical Output Characteristics TJ=175°C

Figure 3. Normalized On-Resistance vs. Temperature Figure 4. On-Resistance vs. Drain Current

Figure 5. On-Resistance vs. Temperature Figure 6. Typical Transfer Characteristics

H3M25120L

3 / 6



器件典型特性

Figure 7. Body Diode Characteristics at 25°C Figure 7. Body Diode Characteristics at 175°C

Figure 9. Gate Threshold Voltage vs. Temperature Figure 10. Gate Charge Characteristic

Figure 11. 3rd Quadrant Characteristics at 25°C Figure 12. 3rd Quadrant Characteristics at 175°C
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器件典型特性

Figure 13. Capactances vs. Drain-Source Voltage Figure 14. Capactances vs. Drain-Source Voltage

Figure 15. Output Capacitor Stored Energy
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机械参数

参数 典型值 单位

芯片尺寸 4.6×6.2 mm

栅极压块窗口 0.44×0.64 mm

源极压块窗口 1.8×4.17(×2) mm

芯片厚度 360±50 µm

栅极金属化（Al） 4 µm

源极金属化（Al） 4 µm

漏极金属化（Ni/Ag） 0.4/1.2 µm

芯片尺寸
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